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分子構造中に電子不足な 3配位ホウ素原子を有する共役ホウ素化合物は、電子輸送材料への応

用が期待されている。一方で、古くから研究されてきたトリアリールボラン化合物は、拡張や分

子間相互作用に不利なプロペラ型の立体構造を取り易く、この点が電子輸送材料として課題とな

っていた。そこで発表者らは、新しいアプローチとして 3配位ホウ素原子と平面状共役系をエチ

ンジイル(C≡C)基で架橋したアルキニルボラン化合

物を合成した。この分子構造はプロペラ型トリアリ

ールボランと比べ大きな拡張、強い分子間相互作

用の実現が期待できる。1) 本研究では、アントラセ

ン環にジメシチルボリルエチニル基を導入したモノ

ボリル化合物1Aおよびジボリル化合物2Aに注目し、

蒸着膜における電子輸送特性を評価した(Fig. 1)。 

ガラス基板上に化合物 1A、2Aを真空蒸着法により成膜し、膜質を偏光顕微鏡および XRDによ

り評価した。得られた 1Aと 2Aの蒸着膜は偏光性を示さないこと、X線回折パターンが観測され

ないことから非晶質であることが示唆された。電子輸送特性の評価のため Al (100 nm)/蒸着膜 1A 

or 2A (50 nm)/LiF (~1.6 nm)/Al (100 nm)からなる電子オンリーデバイス(EOD)を作製した (Fig. 2)。

EODに順バイアスを印加すると電子輸送に伴う空間電荷制限電流が観測され、1Aおよび 2Aの蒸

着膜が電子輸送材料として振舞うことが明らかとなった。発表では電子移動度を含む詳細な電子

輸送特性、他分子との比較についても議論する。 
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